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in electrical contact with the source; (c) a first wiring in electrical contact 
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respectively corresp. to the source and the drain; a contact plug formed in the 
second contact hole in electrical contact with the drain, the contact plug 
having a top surface planar with an upper portion of the first insulation 
layer a contact pad formed in the first contact hole in electrical contact 
with the source, an upper edge of the contact pad overlapping adjacent portions 
of the first insulation layer surrounding the first contact hole; a second 
insulation layer disposed on a surface of the first insulation layer and having 
third and fourth contact holes in it respectively corresp. to the contact plug 
and the contact pad; a first conductive wiring being in electrical contact with 
the contact plug through the third contact hole; and a second conductive wiring 
being in electrical contact with the contact pad through the fourth contact 
hole and being electrically insulated from the first conductive wiring. 
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respective conductive layers, includes (a) a contact pin electrically insulated 
from the gate electrode and in electrical contact with the drain; (b) a contact 
pad electrically insulated from the gate electrode and in electrical contact 
with the source; (c) a first wiring in electrical contact with the contact pin; 
and (d) a second wiring in electrical contact with the contact pad and 
electrically insulated from the first wiring. 
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(§) Halbleitervorrichtung und Verfahren zum Herstellen derselben 

@ Die Erftndung betrifft eine Halbleitervorrichtung mit einem 
Aufbau, mit dem ein vergroBerter Ausrichtungsrand fur eine 
Maske erhaiten werden kann, ohne dafi die Flache der 
Halbleitervorrichtung vergroBert wird, unter Ausbilden eines 
Kontaktstifts auf einem Drain, wahrend ein Kontaktkissen 
auf einer Source ausgebildet wird, ohne daS Kontaktstrfte 
sowohl auf der Source wie dem Drain gleichzertig ausgebil- 
det werden, und ein Verfahren zur HersteUung dieser 
Halbleitervorrichtung. Das Kontaktkissen hat einen oberen 
Bereich, der sich teilweise mit einem Bereich des Isolierftlms 
uberlappt der ein Kontaktloch umgibt. in dem das Kontakt- 
kissen vergraben ist. Es ist deshalb moglich, den Kontakt- 
prozeS leicht durchzufuhren. 




Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unteriagen entnommen 
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Beschreibung lierfilm 10 zur Einebnung ausgebildet Der erste Isolier- 

rv ,. . . , .„ . film 10 besteht beispielsweise aus einem Borphosphorsi- 

Die vorhegende Erfindung betnfft euie Halbleiter- licatglas (BPSG)-Fum. Unter Verwendung einer Sour- 

vomchtung und an Verfahren zum HersteUen dersel- ce-/Drain-Kontaktmaske, wie beispielsweise der in 

ben, und msbesondere eine Halbleiterv rrichtung, die s Fig. 1 gezeigten Maske 54. wird daraufhin die Ausbil- 

mit einem Kontaktbssen und einem Kontaktstift verse- dung eines Photoresistfilmmusters 1 1 durchgefuhrt 

£L"u ,f W ^ ,m em J r 1J S Tf e Und - einen » Drain Unter Verwendung des Photoresistfilmmusters 11 als 

ernes Metajojodh^ (MOS- Maske. werden freiliegende Bereiche des ersten Isolier- 

FET) i ausgebude und dazu ausgelegt smd. die Source films 10 daraufhin emer Atzung unterworfen, wfe in 

und den Dram m Kontakt mit U.tungsschichten zu !0 F.g. 2C gezeigt Daraufhin wird der dunne oSdfUm 1 

brmgen. und em Verfahren zum HersteUen dieser Halb- der nach dem Atzen des ersten IsoherZs 101 Eg? 

Z°Z!*n u |» * • . t * . anisotrop geatzt, wodureh Kontaktlocher 19 ausgebU- 

hJL . H f ersteUen eme r Halbleitervornchtung mit ho- det werden, durch welche die Source 6 und der Drain 6' 

herem tategrauonsgrad werden ubhcherweise Muster jeweils freigelegt werden. Die KontakUocher 19 sind 

der Halbleitervornchtung ; durch einen litbographischen t5 mittels der Isoberabstandhalter 7 selbstausrichtend aus- 

^Tf 11 ^ "V?? ******* Muster - 8«*ildet Daraufhin wird das ftSSSl* 

platzbedarf haben. In diesem Fall hat die Halbleitervor- entfernt Ober der gesamten fremegMdwi^rScne 

r^tungjedochunverme.dlicheineausladendereTopo- der resulderenden Struktur w^eTe StunglS. t 

* , , , 12 mit einer ausreichenden Dicke derart auseebildet 

Erne derartige audadendere Topologie resultiert in 20 daBsiemdemKontakmchtl9vergrabenkt 

einer Zunahme des Langen- oder Seitenverhaltnisses Daraufhin wird die Leitu n gsscSa2 vSilstandin He 

aUS 8 ebMet wird - ™ atzt. bis die obere OberfttcteSSS^SSSSS 

erne Leitungsschicht in Kontakt mit einem Halbleiter- freiliegt, wie in Ffe. 2D eezeiw. Dfc Tverh kS; 

£2? ^ b,ei r °T r h r gzu bringen - Dies ver - ^to2£23ffSta£S2ff££: 

leme hmndtthdi einer unzureichenden * stifte 12'. die jeweils in den Kontakdoch^l^er^a- 
Stufenabdeckung der Leitungsschicht. die in Kontakt ben sind. ^ 

rltSSS^ " nd Ciner VCrgr6Be - der gesamten ^egenden Oberflache der re- 

rung aes Kontaktwiderstands. suluerenden Struktur wird daraufhin ein zweiter Isoli^r 

JS^S^T flber T den » *"» ^ »" " -"it einer vorfaSS r^Sd£* 
SSSJn^^uST* T K ° nta ^ tocker 30 in Fig. 2E gezeigt Daraufhin wird der zweife Srfl 
vorgesehen wird. der durch Vergraben der Leitungs- 14 einem AtzprozeB unter Verwenduns der Drain-Kon 
S£2L m e T m r eren B ,f reich , des Kontakdochs aus- taktmaske, «ie beispiebweKer 7£rSS 
und demnach ein Kontaktkissen ausgebU- Maske 56, derart unterworfen. daB der Kon akSr 
det wird. das m Kontakt mit dem Halbleitersubstrat der sichin Kontakt mit dem Drain V^SSSSSi 

ni^ hArir«mn,iu»,.„ "i. , L ■ 35 wmL Ube1 ' der Sesanrten freiliegenden Oberflache der 

Diese herkommhchen Techniken werden nunmehr m resulderenden Struktur wird eine erste Leitungsschicht 

e±£r S mt *"* 1 Und den F * ^ bis 2F niedergeschlagen. Die erste I^ituS^hTSdar- 

duicn. aufhin einem AtzprozeB unter Verwendune einer enstpn 

Fig zeigt ein Layout eines MOSFET mit einem her- Leitungsverdrahtungsmaske! w^beS^TS 

ko^h^enKon^taufbaalnHg ^ 1 ist der Aufbau des «, Maske 58 von F^L unteiworfen. woX^hehw erete 

MOSFET symmebTsch zu semem Drain gezeigt Wie in Uitungsverdrahtung 15 ausgebUdet wird Da der z^eite 

Fig. gezeigt umfaBt der MOSFET eine aktive Maske Isoherfihn 14 eine Iria^^S^^^Z- 

50 erne Wordeitungsmaske 52^ eine Source-ZDrain- einem fehlausgerichteten Zustand toi uS 

Kontaktmaske 54 eine Dram-Kontaktmaske 56. eine verdrahtungsinaske nicht mit der GatT-EleknSd?4 

erste Leitungsverdrahtungsmaske 58 und eine Source- 45 kurzgeschlossea weKtrode 4 

nil 3 R^l e S : « ■ ^ u ^ dritter holWJm 16 wird daraufhin aber der ge- 

wrik j , Q uel ^hnittsansichten je- samten freifiegenden Oberflache der resulderenden 

weds entlang der Lime X-X' von Fig. 1 zur Verdeudi- Struktur ausgebildet. wie in Fig. 2F gezeiet Unter Ver- 

chungemesherkSmmlichenVerfahrenszurAusbadung wendung der^urc^KonSk^ke wi^ispie^Jebe 

von Kontaktsuften jeweds an einer Source und einem so der Maske 60 von F.g. 1, wird der drhfe bXrftto W 

STa^I^ 1 g f T Cn M k ?SFET-Aufbaus. und daraufhin derart geam. daB der KoSsm S ^ge 

nXmtnS^l^^SJf SCh,Cht ^ Kontakta,lf - legtwird.dermKontaktmitderSouroe6stehtDara 8 u}- 

* nKontafas toften. hm wird die AusbUdung einer zweiten Uitungsverdrah- 

fitafSl S" 1 ^ r 5 ^ 1 T IS ? lier - tung 17 durchgefflhrt Aus Fig. 2F geht hervoTdaB der 

film^fureme Elementoohenmgaufememvorbestimm- 55 zweite Isolierfilm 14 und der erste Isolierfilm 10 die 

n I^ 7A ^ A^^' tereUb , StratS « ausgebildet wie Ober jeder Gate-Elektrode 5 ausgebUdet sind bZ 

m Rg. 2A gezeigt Auf dem anderen Bereich des Halb- Schritt des Atzens des Isokerfilms 16 aufgrund einer 

le, ersubstrats 1 wird daraufhin em MOSFET ausgebil- Fehlausrichtung der Source-KontaktmaskeS , rSts 

£»t T fiZ2 f G "% E, ^ trode " 4 ' eine teaweise g^tzt worden sind, wodureh dil Se UN 

Source6 undeinenpram 6'einschlieBtDaraiil^ eo tungsverdrahtung 17 dazu veranlaBt wird. mit der Gate- 

den ein Isolierfilm 5 und Isoherfilmabstandhalter 7 auf Qektrode4kiirageschlossenzuwerden!^ 

F^rSi a eite " fl f Che md Seitenp^" j^fr Gate- GemaB dem herkommhchen Verfahren kann ein der- 

.1 JC A ei ^ fi a , USgeb,ldeL ° er ISOberfilln 5 ^rwunschtes KurzschlieBphanomen aufgrund 

iL^,Zr^?!^f AA n.- c Werner MaskenausrichtungsranderleichtauftreteVdie 

^" dunn « r 9 wd J^. 8w ^. d ^^ na ^ derSource6 65 durch Ausbilden der Kontaktstifte auf der Quelle und 

J %Z?JTfL f fred,egen ' f^gebDdet wie in dem Drain und Ausbilden der Leitungsschichtmuster 

Fig 2B gezeigt Ober der gesamten freiliegenden Ober- jeweils gegeben werden, die in KontaS mit den Kon- 

flache der resultierenden Struktur wird ein erster Iso- taktstif ten stehea 
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Urn zu verhindern, da£ diese KurzschlieBphanomene 
beim Ausbiiden von Kontakten auf der Source und dem 
Drain auftreten, solhe die Auslegung der Halbleitervor- 
richtung derart vorgenommen werden, daB eine Druck- 
registrierung oder Drucklage- bzw. PaBgenauigkeit und 
eine beim Herstellen einer Kontaktmaske auftretende 
Schwankung der kritischen Abmessung, eine Fehlaus- 
richtungstoleranz, eine Linsenverzerrung und eine beim 
Ausbiiden eines Musters auf einem Wafer auftretende 
Schwankung der kritischen Abmessung in Betracht ge- 
zogen werden. Dies fuhrt jedoch zu einer vergroBerten 
Flache der Halbleitervorrichtung. 

Die Aufgabe der voriiegenden Erfindung besteht un- 
ter Beseitigung der vorstehend genannten Probleme 
darin, eine Halbleitervorrichtung sowie ein Verfahren 
zum Herstellen dieser Halbleitervorrichtung zu schaf- 
fen, deren Aufbau das Erhalten eines vergroBerten Aus- 
richtungsrands fur eine Maske gewahrleistet, ohne daB 
die Flache der Halbleitervorrichtung vergrdBert wird, 
indem ein Kontaktstift auf einem Drain ausgebildet 
wird, wahrend ein Kontaktkissen auf einer Source aus- 
gebildet wird, ohne daB Kontaktkissen in ahnlicher Wei- 
se sowohl auf der Source wie dem Drain ausgebildet 
werden. 

Geldst wird die Erfindung hinsichtlich der Halbleiter- 
vorrichtung jeweils durch die Merkmale der Ansprflche 
1, 2 und 3 und hinsichtlich des Verfahrens jeweils durch 
die Merkmale der Ansprflche 4 und 8. Vorteilhafte Wei- 
terbildungen der Erfindung sind in den Unteranspru- 
chen genannt 

GemaB einem Aspekt schafft die Erfindung demnach 
eine Halbleitervorrichtung mit einem Metalloxidhalb- 
leiterfeldeffekttransistor, der eine Source und einen 
Drain hat, die jeweils in Kontakt mit Leitungsschichten 
stehen, umfassend einen Kontaktstift, der von einer Ga- 
te-Elektrode des Transistors elektrisch isoliert ist und in 
elektrischem Kontakt mit dem Drain stent, ein Kontakt- 
kissen, das elektrisch von der Gate-Elektrode isoliert ist 
und in elektrischem Kontakt mit der Source stent, eine 
erste Leitungsverdrahtung, die in elektrischem Kontakt 
mit dem Kontaktstift stent, und eine zweite Leitungs- 
verdrahtung, die in elektrischem Kontakt mit dem Kon- 
taktkissen steht und elektrisch von der ersten Leitungs- 
verdrahtung isoliert ist. 

GemaB einem weiteren Aspekt schafft die Erfindung 
ein Verfahren zum Ausbiiden einer Halbleiterspeicher- 
vorrichtung mit einem Metalloxidhalbleiterfeldeffekt- 
transistor, einem Kondensator, der in Kontakt mit einer 
Source des Transistors steht, und einer Bit-Leitung, die 
in Kontakt mit einem Drain des Transistors steht, um- 
fassend die Schritte: Ausbiiden eines Isolierfilms fur eine 
Elementisolation auf einem vorbestimmten Bereich ei- 
nes Halbleitersubstrats, Ausbiiden eines Metalloxid- 
halbleiterf eldeffekttransistors, der eine Gate-Elektrode, 
eine Source und einen Drain auf einem anderen Bereich 
des Halbleitersubstrats als dem vorbestimmten Bereich 
einschlieBt, und daraufhin Ausbiiden eines Isolierfilms 
und eines Isoherfilmabstandhalters jeweils auf einer 
oberen Oberflache der Gate-Elektrode sowie auf jeder 
Seitenflache der Gate-Elektrode, Ausbiiden einer ersten 
Atzbarrierenschicht fur den Isolierfilm uber der gesam- 
ten freiliegenden Oberflache der resultierenden Struk- 
tur, die nach der Ausbildung des Isolierfilms und des 
Isolierfilmabstandhalters erhalten wird, und daraufhin 
Ausbiiden eines ersten Isolierfilms zur Einebnung uber 
der ersten Atzbarrierenschicht, Ausbiiden von Kontakt- 
lochern jeweils zum Freilegen der Source und des 
Drain, Niederschlagen einer Leitungsschicht uber der 



gesamten freiliegenden Oberflache der resultierenden 
Struktur, die nach der Ausbildung der Kontaktlocher 
erhalten wird, Atzen ausgewahlter Bereiche der Lei- 
tungsschicht, wodurch ein Kontaktkissen und ein Kon- 
taktstift jeweils auf dem Kontaktloch zum Freilegen des 
Drain und auf dem Kontaktloch zum Freilegen der 
Source ausgebildet wird, Ausbiiden eines zweiten Iso- 
lierfilms uber der gesamten freiliegenden Oberflache 
der resultierenden Struktur, die nach der Ausbildung 
des Kontaktkissens und des Kontaktstifts erhalten wird, 
und daraufhin Ausbiiden eines Kontakt] ochs zum Frei- 
legen des Kontaktkissens, Ausbiiden einer Leitungs- 
schicht fur die Bit-Leitung und eines dritten Isolierfilms 
uber der gesamten freiliegenden Oberflache der resul- 
tierenden Struktur, die nach der Ausbildung des Kon- 
taktlochs zum Freilegen des Kontaktkissens erhalten 
wird, und daraufhin Atzen jeweils vorbestimmter Berei- 
che des dritten Isolierfilms und der Bit-Leitung unter 
Verwendung eines Atzprozesses unter Verwendung ei- 
ner Bit-Leitungsmaske, wodurch die Bit-Leitung ausge- 
bildet wird, Ausbiiden eines Isolierfilmabstandhalters 
auf jeder Seitenwand der Bit-Leitung, Ausbiiden einer 
zweiten Atzbarrierenschicht uber der gesamten freilie- 
genden Oberflache der resultierenden Struktur, die 
nach der Ausbildung des Isolierfilmabstandhalters er- 
halten wird, und daraufhin Ausbiiden eines vierten Iso- 
lierfilms zum Einebnen uber der zweiten Atzbarrierens- 
chicht, Ausbiiden eines Kontaktlochs zum Freilegen des 
Kontaktstifts, Ausbiiden einer Speicherelektrode, die in 
Kontakt mit dem Kontaktstift steht, und Ausbiiden ei- 
nes dielektrischen Films und einer Plattenelektrode auf 
der Speicherelektrode. 

Nachfolgend wird die Erfindung anhand der Zeich- 
nung beispieihaft naher eriautert; es zeigen: 

Fig. 1 eine Aufsicht eines Layouts einer herkommli- 
chen Halbleitervorrichtung, 

Fig. 2A bis 2F jeweils Querschnittsansichten zur Ver- 
deuthchung eines herkdmmiichen Verfahrens zur Aus- 
bildung von Kontaktstiften jeweils auf einer Source und 
einem Drain eines MOSFET und zum in Kontakt brin- 
gen einer Leitungsverdrahtung mit jedem Kontaktstift, 
Fig. 3 eine Aufsicht eines Layouts einer Halbleiter- 
vorrichtung gemaB einer Ausfuhrungsform der voriie- 
genden Erfindung, 

Flg.4A bis 4F jeweils Querschnittsansichten, die ein 
Verfahren zum Ausbiiden von Kontaktstiften jeweils 
auf einer Source und einem Drain eines MOSFET und 
zum in Kontakt bringen einer Leitungsverdrahtung mit 
jedem Kontaktstift gemaB der voriiegenden Erfindung 
verdeutlichen, 

Fig. 5 eine Aufsicht eines Layout einer Halbleiter- 
speichervorrichtung gemaB einer weiteren Ausfuh- 
rungsform der voriiegenden Erfindung, 

Fig. 6A bis 61 jeweils Querschnittsansichten entlang 
der Linie X-X' von Fig. 5 zur Verdeutlichung eines Ver- 
fahrens zur Herstellung einer Halbleiterspeichervor- 
richtung, die mit einem Kontaktkissen und Kontaktstif- 
ten gemaB der voriiegenden Erfindung versehen ist, und 
Fig. 7A bis 7D den Fig. 6F bis 61 entsprechende Quer- 
6o schnittsansichten entlang der Linie Y-Y' von Fig. 5. 

Fig. 3 zeigt ein Layout eines MOSFET mit einer Kon- 
taktstruktur gemaB einer Ausfuhrungsform der voriie- 
genden Erfindung. In Fig. 3 ist der Aufbau des MOSFET 
symmetrisch zu seinem Drain gezeigt. in Fig. 3 sind den 
Elementen von Fig. 1 entsprechende Elemente mit den- 
selben Bezugsziffern bezeichnet Wie in Fig. 3 gezeigt, 
umfaBt der MOSFET eine aktive Maske 50, eine Wort- 
leitungsmaske 52, eine Source-/Drain- Kontaktmaske 
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54, eine Kontaktkissenmaske 55, eine Drain-Kontakt- beispielsweise der Kontaktmaske von Fig. 3, einem Atz- 
maske 56, eine erste Leitungsverdrahtungsmaske 58 und prozeB derart unterworfen, daB der Kontaktstift XX 
eme So^-Kontaktmaske62. freigelegt wird Ober der gesamten freiliegenden Ober- 

Die Fig. 4A bis 4F sind Querschmttsansichten entlang fteche der resultierenden Struktur wird eine erste Lei- 
der I^eX-X' von Fjg.3unter Verdeutlichung eines s tungsschicht niedergeschlagen. Die erste Leitungs- 
Verfahrens zurA^bddung ernes Kontaktstifts an einem schicht wird daraufhin unter Verwendung einer ersten 
Drain der MOS-FET-Struktur, zur Ausbildung eines Leitungsverdrahtungsmaske, wie beispielsweise der 
Kontaktkissens auf einer Source der MOSFET-Struktur Maske 58 von Fig. 3 einem AtzprozeB unterworfen, wo- 
und zur Ausbildung .einer Leitungsschicht fur Kontakte. durch eine erste Leitungsverdrahtung 15 ausgebildet 
IndenFig.4Abis4FsinddenElementenderRg.2Abis 10 wird. Da der zweite IsoUerfilm 14 eine geringe Dicke 
2F entsprechende Elemente mil denselben Bezugszif- hat, wird er mit der Gate-Bektrode 4 selbst bei einem 
tern bezeachnet verbUebenen Fehlausrichtungszustand der ersten Lei- 

GemaB diesem Verfahren wird zunachst ein Isolier- tungsverdrahtungsmaske nicht kurzgeschlossen. Dies 
film 2 far eine Elementisolation auf einem vorbestimm- ist deshalb der Fall, weil der erste Isolierfilm 10 der 
ten Bereich ernes Halbleitersubstrats 1 ausgebildet. wie , 5 unter dem zweiten IsoUerfilm 14 angeordnet ist. selbst 
in Fig. 4A gezeigt Auf dem anderen Bereich des Halb- dann unvollstandig geatzt wird, wenn ein UberatzeTdes 
leitersubstrats 1 wird daraufhin ein MOSFET ausgebil- zweiten IsoHerfUmyU erzeugtwkT des 
i™^Z m *A Gate "9 xidfll i7 3 - Gate-Hektroden 4. eine Ein dritter IsoUerfilm 16 wird daraufhin Ober der ge- 
f°^r ^ emen Dram 6' umfaBt Daraufhin werden samten freiUegenden Oberflache der resultierenden 
em IsoUerfilm 5 und IsoherfOmabstandhalter 7 auf der 20 Struktur ausgebildet. wie in Fig. 4F gezeigt Unter Ver 
^ZZ7?^ de KM ehe rf *?*r Gate ' wend ^emerSource-Kontak1^ 
sTeht aS eiJemTSnim g ^ 5 ^ « der Maske 62 von F«. 3, wird der dritte IsoUerfilm 16 

Fin^nTprO^R.^ «.• rJ c daraufhin derart geatzt, daB er ein Kontaktloch bildet, 

unJlSSiS^ Z , d ^ aUfhm auf d ^ Sour ? e dun* das das Kontaktldssen 12" freiUegt Daraufhin 
F?^B , h fn,heeea : ^gebddet, wie * wird die AusbUdung einer zweiten Leitunglverdrahtung 

Oh^n^. g A ^ w dCT # esmlten frfhegenden 17 durchgefuhrt, die in Kontakt mit dem Kontaktkissef 
Oberflache der resultierenden Struktur wird ein erster 12" steht Aus Fig. 4F geht hervor. daB em Ausrich- 
*T ! m . ebnun g atisgebUdet Der erste Iso- tungsrand entsprefhend der vergr6Berten Write D des 
kerfilm 10 besteht beispielsweise aus einem BPSG-Film. Kontaktkissens 12" durch Anordnen deV Sou^-Kon^ 
vl h!™- D . ? einer Source-^rain-Kontaktmas- 30 taktmaske, namUch der Maske 62 von Fig. 3 erzeugt 
ke, wie beispielsweise der Maske 54 von Fig. 3 wird die wird. wodurch verhindert wird, daB der ers te Isolierfita 
^ b '' d rL emeS Phot ° reS1Stfilmn,usters 11 ^"fhin 10 geatzt wird. Dadurch fauuV verhindert werSaB 
. , . die zweite Leitungsverdrahtung 17 mit anderen Lei- 

Unter Verwendung des Photoresistfummusters 1 1 als tungsfilmen kurzgeschlossen wird. 
«2™ EPS die freiliegenden Bereiche des 35 Da die Kontakte unter Verwendung des Kontaktkis- 

ersten Isoherfilms 10 geatzt wie m Fig. 4C gezeigt Dar- sens und des Kontaktstifts ausgebudet werden, wie vor- 
aufhin w,rd der dOnne Oxidfdm 8, der nach dem Atzen stehend erwahnt, ist es mOgUch die LekunSiicht^- 
oS^nSS^ii 0 a f iSOt ? P W r bU ^ teuerhth in Kontakt mit dem Hdbleitersub- 

SSJS ^ ^ a J ^ bJ , d . et w ?, rden : durch we l- strat zu bringen, wahrend die FlSche der Halbleitervor- 
che die Source 6 und der Dram 6' jeweils freigelegt sind 40 richtung minimiert wird. 

Die Kontaktlocher 19 werden in selbstausrichtender Fig. 5 zeigt ein Layout eines dynamischen Direktzu- 
We.se mittek der IsoLerabstandhalter 7 ausgebildet griffspeichers (DRAM), der mit emem KontaktSn 
D^aufhrn wird das Photores^tfummuster 11 entfemt und Kontaktstiften gemaB einerweiteren Ausfuhrungs- 
Uber der gesamten freUiegenden Oberflache der resul- form der vorUegenden Erfindung aufgebaut ist Wie in 
uerendeti Struktur wu-d eine Leitungsschicht 12 mit ei- 45 Fig. 5 gezeigt umfaBt der DRAM eine aktive Maske 70 
ner ausreichenden Dicke so ausgebildet daB sie in den eine Wortleitungsmaske 72, eine Source-/Drain-Kon- 
Kontaktlochern 19 vergraben B t Ein Photoresistfilm taktmaske 74, eine Kontaktkissenmaske 76, eine Bit-Lei- 
wird daraufhin Ober die gesamte freihegende Oberfia- tungskontaktmaske 78, eine Bit-Uitungsmaske 80 und 
che der resultierenden Struktur aufgetragen. Unter Ver- eine Speicherelektrodenkontaktmaske 82. 
wendung emer Kon^^enmaske, wie beispielsweise so Die Fig. 6A bis 61 zeigen Querschmttsansichten je- 
der Maske 55 von Fig. 3, wird der Photoresistfilm einer weils enUang der Linie X-X' von Fig. 5 zur VerdeutU- 
Behchtung und Entwicklung unterworfen, wodurch ein chung eines Verfahrens zur HersteUung einer Halblei- 
Photores^dnunuster 13 ausgebildet wird terspeichervorrichtung, die mit einem Kontaktkissen 

Unter Verwendung des Photoresistfilmmusters 13 als und einem Kontaktstift gemSB der vorUegenden Erfin- 
Maske wird daraufhin die Leitungsschicht 12 vollstandig 55 dung versehen ist 

geatzt bis die obere Oberflache des ersten Isoherfilms Die Fig. 7A bis 7D zeigen ihrerseits Querschnittsan- 
10 freihegt wie in Fig. 4D gezeigt Dadurch bilden die sichten jeweils endang der Linie Y-Y' von Ffe 5 die 
verbleibenden Bereiche der Leitungsschicht 12 einen denjenigenderFig.6Fbis6Ientsprechen. ' 
Kontaktstift 12- und ein Kontaktkissen ir', die jeweils GemtB diesem Verfahren wird zunachst ein Isolier- 
ln den KontakdOchern 19 vergraben sind Das Kontakt- eo film 22 fur eine Hementisolierung auf emem vorbe- 
kissen 12" hat einen oberen Bereich. der sich teilweise stimmten Bereich eines Halbleitersubstrats 21 auseebU- 
nut emem Bereich des ersten IsoUerfilms 10 Oberlappt det wie in Fig. 6A gezeigt Auf dem anderen Bereich des 
der das entsprechende Kontaktloch 19 umgibt Halbleitersubstrats 21 sind ein Gate-Oxidfilm 23, Gate- 

Uber «Jer gesamten freiUegenden Oberflache der re- Elektroden 24, Sources 26 und ein Drain 26' ausgebildet. 
s^altierenden Struktur wird daraufhin ein zweher Isolier- « Daraufhin werden ein IsoUerfilm 25 und IsoUerfilmab- 
rum 14 mit emer vorbestimmten Dicke ausgebildet wie standhalter 27 auf der oberen Oberflache und Seitenfla- 
in Fig. 4E gezeigt Daraufhin wird der zweite Isolierfilm chen jeder Gate-Elektrode 24 jeweils ausgebUdet 
14 unter Verwendung emer Drain-Kontaktmaske. wie Daraufhin wird ein dOnner Oxidfdm 28 auf freiUegen- 
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den Bereichen des Halbleitersubstrats 21 ausgebildet, 
wie in Fig. 6b gezeigt Ober der gesamten freiliegenden 
Oberflache der resultierenden Struktur wird daraufhin 
eine Atzbarrierenschicht 29 fur eine Zwischenschichti- 
so lie rung ausgebildet Ein erster Isolierfilm 30 zum Ei- 5 
nebnen wird fiber der Atzbarrierenschicht 29 ausgebil- 
det Daraufhin wird ein Photoresistfilm fiber dem ersten 
Isolierfilm 30 aufgetragen. Unter Verwendung einer 
Source-/ Drain- Kontaktmaske, wie der Maske 74 von 
Fig. 5 wird daraufhin der Photoresistfilm einer Belich- 10 
tung und Entwicklung unterworfen, urn ein Photoresist- 
filmmuster 31 auszubilden. 

Unter Verwendung des Photoresistfilmmusters 31 als 
Maske werden daraufhin freiliegende Bereiche des er- 
sten Isolierfilms 30 geatzt bis die Atzbarrierenschicht 15 
29, die unter dem ersten Isolierfilm 30 angeordnet ist 
freigelegt ist, wie in Fig. 6C gezeigt Daraufhin werden 
die freiliegenden Bereiche der Atzbarrierenschicht 29 
und des dfinnen Oxidfilms 28 anisotrop geatzt, wodurch 
Kontaktldcher 45 ausgebildet werden, durch welche die 20 
Sources 26 und die Drains 26' jeweils freiliegen. Darauf- 
hin wird das Photoi^stfilmmuster 31 entfernt Ober 
der gesamten freiliegenden Oberflache der resultieren- 
den Struktur wird eine Leitungsschicht 32 mit einer aus- 
reichenden Dicke derart ausgebildet, daB sie in den 2s 
Kontaktidchern 45 vergraben ist Ein Photoresistfilm 
wird daraufhin fiber die Leitungsschicht 32 aufgetragen. 
Unter Verwendung einer Kontaktkissenmaske, wie bei- 
spielsweise der Maske 76 von Fig. 5 wird der Photore- 
sistfilm einer Belichtung und Entwicklung unterworfen, 30 
wodurch ein Photoi^stfilmmuster 33 ausgebildet wird. 
Die Leitungsschicht 32 kann aus Porysilicium oder 
amorphem Silicium bestehen. 

Unter Verwendung des Photoresistfilmmusters 33 als 
Maske wird daraufhin die Leitungsschicht 32 geatzt, bis 35 
die obere Oberflache des ersten Isolierfilms 30 freige- 
legt ist, wie in Fig. 6D gezeigt Die verbleibenden Berei- 
che der Leitungsschicht 12 bilden dadurch einen Kon- 
taktstift 32', der in Kontakt mit jeder Source 26 stent, 
und ein Kontaktkissen 32", das in Kontakt mit jedem 40 
Drain 26' stent Daraufhin wird das Photoresistfilmmu- 
ster 33 entfernt 

Ober der gesamten freiliegenden Oberflache der re- 
sultierenden Struktur wird daraufhin ein zweiter Isolier- 
film 34 mit einer vorbestimmten Dicke ausgebildet, wie 45 
in Fig. 6E gezeigt Daraufhin wird der zweite Isolierfilm 
34 einem AtzprozeB unter Verwendung einer Bit-Lei- 
tungskontaktmaske, wie beispielsweise der Kontakt- 
maske von Fig. 5 unterworfen, wodurch ein Kontakt- 
loch zum freilegen des Kontaktkissens 32" ausgebildet 50 
wird Ober der gesamten freiliegenden Oberflache der 
resultierenden Struktur werden daraufhin eine Lei- 
tungsschicht 35 fur eine Bit-Leitung und ein dritter Iso- 
lierfilm 36 ausgebildet Ein Photoresistfilm wird darauf- 
hin fiber dem dritten Isolierfilm 36 aufgetragen. Unter 55 
Verwendung einer Bit-Leitungsmaske, wie beispielswei- 
se der Maske 80 von Fig. 5, wird der Photoresistfilm 
einer Belichtung und Entwicklung unterworfen, wo- 
durch ein Photoresistfilmmuster 37 ausgebildet wird 

Unter Verwendung des Photoresistfilmmusters 37 als 60 
Maske werden daraufhin der dritte Isolierfilm 36 und 
die Leitungsschicht 35 geatzt, wodurch der zweite Iso- 
lierfilm 34 teilweise freigelegt wird, wie in den Fig. 6F 
und 7A gezeigt Die freigelegten Bereiche des zweiten 
Isolierfilms 34 werden daraufhin mit einer bestimmten 65 
Tiefe geatzt, wodurch ein drittes IsoUerfilmmuster 36' 
und eine Bit-Leitung 35' ausgebildet werden. Daraufhin 
wird das Photoresistfilmmuster 37 entfernt 



Daraufhin wird die Ausbildung von Isolierfilmab- 
standhaitern 38, welche die Seitenwande der Bit-Lei- 
tung 36' bedecken und des dritten Isoherfilmmusters 36' 
durchgefuhrt wie in den Fig. 6G und 7B gezeigt 

Daraufhin wird fiber der gesamten freiliegenden 
Oberflache der resultierenden Struktur eine Atzbarrie- 
renschicht 39 ausgebildet wie in den Fig. 6H und 7C 
gezeigt Ein vierter Isolierfilm 40 zum Einebnen wird 
daraufhin fiber der Atzbarrierenschicht 39 ausgebOdet 
Ober dem vterten Isolierfilm 40 wird daraufhin ein Pho- 
toresistfilm aufgetragen. Darauf folgend wird der Pho- 
toresistfilm einer Belichtung und Entwicklung unter- 
worfen, wodurch ein Photoresistfilmmuster 41 ausgebil- 
det wird 

Unter Verwendung des Photoresistfilmmusters 41 als 
Maske wird daraufhin der vierte Isolierfilm 40 geatzt 
bis die Atzbarrierenschicht 39, die unter dem vierten 
Isolierfilm 40 angeordnet ist freigelegt ist wie in den 
Fig. 61 und 7D gezeigt Die freiliegenden Bereiche der 
Atzbarrierenschicht 39 und Bereiche des zweiten Iso- 
lierfilms 34, die unter den freiliegenden Bereichen der 
Atzbarrierenschicht 39 angeordnet sind werden konti- 
nuierlich geatzt wodurch ein Kontaktloch ausgebildet 
wird durch das jeder der Kontaktstifte 32' freigelegt ist 
Daraufhin wird eine Leitungsschicht 42 fur eine Spei- 
cherelektrode fiber der gesamten freiliegenden Oberfla- 
che der resultierenden Struktur derart niedergeschla- 
gen, daB sie in elektrischem Kontakt mit den Sources 26 
steht Ober der Leitungsschicht 42 wird daraufhin ein 
Muster ffir eine Speicherelektrode ausgebildet Unter 
Verwendung des Musters ffir die Speicherelektroden als 
Maske wird die Ausbildung einer Speicherelektrode 
durchgefuhrt Zuletzt werden ein dielektrischer Film 
und eine Plattenelektrode auf der Speicherelektrode 
ausgebildet Dadurch wird eine Kondensatorstruktur 
erzielt 

Wie aus der vorstehenden Beschreibung hervorgeht 
schafft die vorliegende Erfindung eine Halbleitervor- 
richtung mit einem MOSFET-Aufbau, der dazu in der 
Lage ist die Flache der Halbleitervorrichtung zu mini- 
mieren, indem ein Kontaktstift und ein Kontaktkissen 
jeweils auf einem Drain und einer Source des MOSFET 
ausgebOdet werden. Mittels dem gemaB der vorliegen- 
den Erfindung strukturierten Kontaktkissen kann durch 
in Kontakt bringen der Leitungsschichten jeweils mit 
dem Kontaktkissen und dem Kontaktstift ein ausrei- 
chend (groBer) Ausrichtungsrand ffir eine Kontaktmas- 
ke erzeugt oder vorgesehen werdea 

Obwohl die bevorzugten Ausfuhrungsformen der Er- 
findung beispielhaft beschrieben worden sind erschlie- 
Ben sich dem Fachmann verschiedene Modifikationen, 
Zusatze und Ersatze, ohne vom Umfang und Geist der 
Erfindung abzuweichen, die in den folgenden Ansprfi- 
chenoffenbartist 

Patentanspruche 

1. Halbleitervorrichtung mit einem Metalloxidhalb- 
ieiterf eldeff ekttransistor, der eine Source und einen 
Drain hat die jeweils in Kontakt mit Leitungs- 
schichten stehen, umfassend: 

— einen Kontaktstift, der von einer Gate- 
Elektrode des Transistors elektrisch isoliert ist 
und in elektrischem Kontakt mit dem Drain 
steht 

— ein Kontaktkissen, das elektrisch von der 
Gate-Elektrode isoliert ist und in elektrischem 
Kontakt mit der Source steht 
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— eine erste Leitungsverdrahtung, die in elek- 
trischem Kontakt mit dem Kontaktstift steht, 
und 

— eine zweite Leitungsverdrahtung, die in 
elektrischem Kontakt mit dem Kontaktkissen 5 
steht und elektrisch von der ersten Leitungs- 
verdrahtung isoliert ist 

2. Halbleitervorrichtung mit einem Metalloxidhalb- 
leiterfeldeffekttransistor, der eine Source und einen 
Drain hat, die jeweils in Kontakt mit Leitungs- 10 
schichten stehen, umfassend: 

— einen Kontaktstift, der von einer Gate- 
Elektrode des Transistors isoliert ist und in 
elektrischem Kontakt mit der Source steht, 

— ein Kontaktkissen, das elektrisch von der 15 
Gate-Elektrode isoliert ist und in elektrischem 
Kontakt mit dem Drain steht, 

— eine erste Leitungsverdrahtung, die in elek- 
trischem Kontakt mit dem Kontaktstift steht, 
und 20 

— eine zweite Leitungsverdrahtung, die in 
elektrischem Kontakt mit dem Kontaktkissen 
steht und elektrisch von der ersten Leitungs- 
verdrahtung isoliert ist 

3. Halbleiterspeichervorrichtung mit einem Metall- 25 
oxidhalbleiterfeldeffekttransistor, einem in Kon- 
takt mit einer Source des Transistors stehenden 
Kondensator und einer in Kontakt mit einem Drain 
des Transistors stehenden Bit-Leitung, umfassend: 

— einen Kontaktstift, der von einer Gate- 30 
Elektrode des Transistors isoliert ist und in 
elektrischem Kontakt mit der Source steht, 

— ein Kontaktkissen, das elektrisch von der 
Gate-Elektrode isoliert ist und in elektrischem 
Kontakt mit dem Drain steht, 35 

— wobei die Bit-Leitung in elektrischem Kon- 
takt mit dem Kontaktkissen steht, 

— eine Speicherelektrode, die in elektrischem 
Kontakt mit dem Kontaktstift steht und elek- 
trisch von der Bit-Leitung isoliert ist, und 40 

— einen dielektrischen Film und eine Platten- 
elektrode, die jeweils auf der Speicherelektro- 
de ausgebildet sind. 

4. Verfahren zur Herstellung einer Halbleitervor- 
richtung mit einem MetaUoxidhalbleiterfeldeffekt- 45 
transistor, der eine Source und einen Drain hat, die 
jeweils in Kontakt mit Leitungsschichten stehen, 
umfassend die Schritte: 

— Ausbilden eines Isolierfilms fur eine Ele- 
mentisolierung auf einem vorbestimmten Be- 50 
reich eines Halbleitersubstrats, Ausbilden ei- 
nes MetalloxidhalbleiterfeldefTekttransistors, 
der eine Gate-Elektrode, eine Source und ei- 
nen Drain auf einem Bereich des Halbleiter- 
substrats auf einem anderen als dem vorbe- 55 
stimmten Bereich einschlieBt, und daraufhin 
Ausbilden eines Isolierfilms und eines Isolier- 
Filmabstandh alters jeweils auf einer oberen 
Oberflache der Gate-Elektrode und jeder Sei- 
tenflache der Gate-Elektrode, &> 

— Ausbilden eines ersten Isolierfilms zur Ein- 
ebnung fiber der gesamten freiliegenden 
Oberflache der resultierenden Struktur, die 
nach der Ausbildung des Isolierfilms und der 
Isolierfilmabstandhalter erhalten wird, und es 
daraufhin Ausbilden von Kontakuochern zum 
Freilegen jeweils der Source und des Drain, 

— Niederschlagen einer Leitungsschicht uber 
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der gesamten freiliegenden Oberflache der re- 
sultierenden Struktur, die nach der Ausbildung 
der Kontaktlocher erhalten wird, 

— Ausbilden eines Kontaktkissens und eines 
Kontaktstifts jeweils auf dem Kontaktloch 
zum Freilegen der Source und auf dem Kon- 
taktloch zum Freilegen des Drain unter Ver- 
wendung eines Atzprozesses unter Verwen- 
dung einer Kontaktldssenmaske, 

— Ausbilden eines zweiten Isolierfilms uber 
der gesamten freiliegenden Oberflache der re- 
sultierenden Struktur, die nach der Ausbildung 
des Kontaktkissens und des Kontaktstifts er- 
halten wird, Ausbilden eines Kontaktlochs 
zum Freilegen des Kontaktstifts und daraufhin 
Ausbilden einer ersten Leitungsverdrahtung, 
die in Kontakt mit dem Kontaktstift steht, und 

— Ausbilden eines dritten Isolierfilms uber der 
gesamten freiliegenden Oberflache der resul- 
tierenden Struktur, die nach der Ausbildung 
der ersten Leitungsverdrahtung erhalten wird, 
Ausbilden eines Kontaktlochs zum Freilegen 
des Kontaktkissens, und daraufhin Ausbilden 
einer zweiten Leitungsverdrahtung, die in 
Kontakt mit dem Kontaktkissen steht 

5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB eine Drain-Kontaktmaske beim 
Schritt zum Ausbilden des Kontaktlochs zum Frei- 
legen des Kontaktstifts verwendet wird 

6. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB eine Source-Kontaktmaske beim 
Schritt zum Ausbilden des Kontaktlochs zum Frei- 
legen des Kontaktkissens verwendet wird. 

7. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB sowohl der Kontaktstift wie das Kon- 
taktkissen aus einer Polysiliciumschicht oder einer 
amorphen Siliciumschicht bestehen. 

8. Verfahren zum Ausbilden einer Halbleiterspei- 
chervorrichtung mit einem Metalloxidhalbleiter- 
feldeffekttransistor, einem Kondensator, der in 
Kontakt mit einer Source des Transistors steht, und 
einer Bit-Leitung, die in Kontakt mit einem Drain 
des Transistors steht, umfassend die Schritte: 

— Ausbilden eines Isolierfilms fur eine Ele- 
mentisolation auf einem vorbestimmten Be- 
reich eines Halbleitersubstrats, Ausbilden ei- 
nes MetalloxicUialbleiterfeldeffekttransistors, 
der eine Gate-Elektrode, eine Source und ei- 
nen Drain auf einem anderen Bereich des 
Halbleitersubstrats als dem vorbestimmten 
Bereich einschlieBt, und daraufhin Ausbilden 
eines Isolierfilms und eines Isolierfilmabstand- 
halters jeweils auf einer oberen Oberflache 
der Gate-Elektrode so wie auf jeder Seitenfla- 
che der Gate-Elektrode, 

— Ausbilden einer ersten Atzbarrierenschicht 
fur den Isolierfilm fiber der gesamten freilie- 
genden Oberflache der resultierenden Struk- 
tur, die nach der Ausbildung des Isotierfilms 
und des Isolierfilmabstandhalters erhalten 
wird, und daraufhin Ausbilden eines ersten Iso- 
lierfilms zur Einebnung fiber der ersten Atz- 
barrierenschicht, 

— Ausbilden von Kontakddchern jeweils zum 
Freilegen der Source und des Drain, 

— Niederschlagen einer Leitungsschicht uber 
der gesamten freiliegenden Oberflache der re- 
sultierenden Struktur, die nach der Ausbildung 
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der KontakdScher erhalten wird, 

— Atzen ausgewahlter Bereiche der Leitungs- 
schicht, wodurch ein Kontaktkissen und ein 
Kontaktstift jeweils auf dem Kontaktloch zum 
Freilegen des Drain und auf dem Kontaktloch 5 
zum Freilegen der Source ausgebildet wind, 

— Ausbilden eines zweiten Isolierfilms uber 
der gesamten freiliegenden Oberflache der re- 
sultierenden Struktur, die nach der Ausbildung 
des Kontaktkissens und des Koniaktstifts er- 10 
halten wird, und daraufhin Ausbilden eines 
Kontaktlochs zum Freilegen des Kontaktkis- 
sens, 

— Ausbilden einer Leitungsschicht fur die Bit- 
Leitung und eines dritten Isolierfilms uber der 15 
gesamten freiliegenden Oberflache der resul- 
tierenden Struktur, die nach der Ausbildung 
des Kontaktlochs zum Freilegen des Kontakt- 
kissens erhalten wird, und daraufhin Atzen je- 
weils vorbestimmter Bereiche des dritten Iso- 20 
lierfilms und der Bit-Leitung unter Verwen- 
dung eines Atzprozesses unter Verwendung 
einer Bit-Leitungsmaske, wodurch die Bit-Lei- 
tung ausgebildet wird, 

— Ausbilden eines Isolierfilmabstandh alters 25 
auf jeder Seitenwand der Bit-Leitung, 

— Ausbilden einer zweiten Atzbarrierens- 
chicht uber der gesamten freiliegenden Ober- 
flache der resultierenden Struktur, die nach 
der Ausbildung des Isotierfilmabstandhalters 30 
erhalten wird, und daraufhin Ausbilden eines 
vierten Isolierfilms zum Einebnen fiber der 
zweiten Atzbarrierenschicht, 

— Ausbilden eines Kontaktlochs zum Freile- 
gen des Kontaktstifts, 35 

— Ausbilden einer Speicherelektrode, die in 
Kontakt mit dem Kontaktstift stent, und 

— Ausbilden eines dielektrischen Films und 
einer Plattenelektrode auf der Speicherelek- 
trode. 40 

9. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB sowohl das Kontaktkissen wie der 
Kontaktstift aus einer Polysiliciumschicht oder ei- 
ner amorphen Siliciumschicbt bestehen. 

10. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekenn- 45 
zeichnet, daB der Schritt zum Ausbilden des Kon- 
taktlochs zum Freilegen des Kontaktstifts folgende 
Schritte umfaBt: 

— Atzen des vierten Isolierfilms unter der Be- 
dingung, daB etne Kontaktmaske fur die Spei- 50 
cherelektrode verwendet wird, bis die zweite 
Atzbarrierenschicht freigelegt ist, 

— Atzen eines freiliegenden Bereichs der 
zweiten Atzbarrierenschicht, wodurch der 
zweite Isolierfilm teilweise freigelegt wird, und 55 

— Atzen des freiliegenden Bereichs des zwei- 
ten Isolierfilms, wodurch das Kontaktloch zum 
Freilegen des Kontaktstifts freigelegt wird 
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Fig . 5 
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2EICHNUNGEN SEITC 10 Nummer: DE 44 45 736 A1 

IntCI. 8 : H01L Z7/1Q5 

Offenlegungstag: 22. Juni 1995 
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Fig . 6A 
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Fig . 6B 




Fi g . 6 C 
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ZE1CHNUNGEN SETTE 11 Nummer: DE 44 45 736 A1 

Int. CI. 6 : HOI I. 27/105 

Offenlegungstag: 22. Juni 1995 




Fig . 6D 




Fig . 6E 
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ZEICHNUNGEN SEJTE 12 



Nummer: 
Int CI. 6 : 

Off enJegungstag : 



DE 4445796 A1 

H01L 27/105 

XL Juni 1995 




Fig . 6 F 




Fig . 6G 



508025/832 



ZBCHNUNGEN SETTE 13 



Nummer: 
Int CI. 6 : 

Offenlegungstag: 



DE 44 45 795 A1 
H01L 27/105 

22. Juni 1995 




Fig . 61 
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ZBCHNUNGEN SEfTE 14 

» 



Numm r: 
Int CI. 6 : 

Offenlegungstag: 



OE 44 45 796 A1 
H01L 27/105 

22. Juni 1995 




Fig .7A 




Fig .7B 
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ZEICHNUNGEN SEfTE 15 Numm r: DE 44 45 736 A1 

IntCl. 6 : H01L 27/105 

Offenlegungstag: 22. Juni 19S5 




Fig .7C 




Fig . 7D 
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